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2018년 1분기 실적은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며 내용

중 일부는 외부 감사인의 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결·별도 기준의 영업실적입

니다.

본 자료에 포함된 내용은 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 원익머트

리얼즈(이하"회사)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본

시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항

으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어

를 포함합니다. 위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 

이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 , 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것

으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니

다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니

다. (과실 및 기타의 경우 포함)
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구분 2018.1Q 2017.4Q QOQ QOQ (%) 2017.1Q YOY YOY (%)

48,889 56,349 △7,460 △13.2% 45,267 +3,622 +8.0%

6,664 8,917 △2,253 △25.3% 7,216 △552 △7.6%

13.6 15.8% - - 15.9% - -

구분 2018.1Q 2017.4Q QOQ QOQ (%) 2017.1Q YOY YOY (%)

46,510 53,409 △6,899 △12.9% 42,139 +4,371 +10.4%

7,667 9,429 △1,762 △18.7% 7,559 +108 +1.4%

16.5% 18.0% - - 17.9% - -

17,087 13,060 +4,027 +30.8% 12,254 +4,833 +39.4%

36.7% 24.5% - - 29.1% - -

9,962 -2,602 +12,564 +482.9% 5,944 +4,018 +67.6%

21.4% -4.9% - - 14.1% - -
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317명 (2018.03.31 기준)

충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

- 대지 50,845㎡ /  건물 5,636㎡

충북 청주시 청원구 오창읍 655-10

- 대지 68,970㎡

45.69%

7.08%

6.66%

5.51%

35.06%
원익홀딩스

신영자산운용

국민연금

KB자산운용

기타

신영자산운용 446,046 7.08%

국민연금 419,868 6.66%

KB자산운용 347,233 5.51%

- 18년03월31일 기준 임원,주요주주특정 증권 등 소유상황 보고서 및 주식등
의 대량보유상황보고서를 참조하여 작성하였으므로 주주들의 실제 주식
소유현황과 차이가 발행할 수 있음
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제

품

F2 Mix
◇ 반도체 증착장비 세정(Cleaning)에 사용되는 가스
- 순도 99.9% 이상
- 반도체 Device 미세화에 따라 기존 Wet Cleaning에서 F2 Mix Dry Cleaning 공정 채택율 증가 전망

C4F8
◇ 반도체 및 Display 제조공정 중 에칭(Etching)에 사용되는 가스
- 순도 99.999% 이상
- 전통적으로 산화막 식각공정에 사용되는 특수가스 Device미세화에 따라 에칭용 가스의 적용공정 및 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망

N2O

◇ 반도체, LCD 및 AMOLED 제조공정 중 증착공정에 사용되는 가스
- 순도 99.9995%
- 반도체, LCD 및 AMOLED 공정에서 SiH4과 결합하여 실리콘옥사이드(SiO2)의 산화막을 증착시키는데 사용.
- 전자산업의 용도 이외에 저순도 N2O는 의료용 마취제로도 사용됩니다

NH3

◇ 반도체, LCD, 결정계 태양전지 및 LED 제조공정에 사용되는 가스
- 순도 99.9995%(5N5) ~ 99.99999%(7N)
- 반도체, LCD 공정에서 SiH4과 결합, 실리콘나이트라이드(Si3N4)절연막을 증착시 사용. LED공정에서는 트리메틸갈륨(TMGa)과 결합
하여 질화갈륨(GaN)막질 증착시 사용

- LED 제조공정에서는 최고순도인 99.99999%의 순도가 요구.

Laser
Mix 

◇ AMOLED 제조공정 중 열처리(Annealing) 공정 및 반도체 제조공정 중 Lithography 공정의 광원으로 사용되는 가스
- 순도 99.999% 이상
- AMOLED Panel 제조시 Amorphous Si 형태로 증착된 막질을 Poly-Si 로 변환시키기 위한 열처리 공정에 사용되는 특수가스
- 반도체 Lithography공정 중 패턴을 형성시키기 위한 노광공정의 광원으로 사용되는 가스로 일반적으로 ArF, KrF 등으로 나뉩니다. 

상

품

CH2F2
◇ 반도체 및 Display제조공정 중 에칭(Etching)에 사용되는 가스
- 순도 99.999% 이상
- 전통적으로 질화막 식각공정에 사용되는 특수가스로 Device미세화에 따라 에칭용 가스의 적용공정 및 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망

Si2H6

◇ 반도체 제조공정 중 Diffusion(확산) 및 CVD 공정에 사용되는 가스
- 순도 99.998% 
- 반도체 Device의 미세화로 인해 기존의 SiH4으로 구현이 불가능한 공정에 실리콘 증착으로 사용되는 신규 소재입니다.
- SiH4 가스대비 반응온도, 증착속도, 접촉면의 거칠기 등에서 탁월한 성능의 가스

GeH4 
Mix

◇ 반도체, LCD 및 박막형 태양전지의 실리콘게르마늄(SiGe)막 형성용 가스
- 순도 99.999% 
- Ge은 Si과 구조적으로 유사한 동일 족의 원소이며, 대부분 SiH4와 결합하여 실리콘게르마늄(SiGe) 형태로 증착되는 가스 입니다.
- 증착된 막질이 실리콘(Si) 단독으로 사용한 것과 유사한 구조와 성능을 가지고 있으나, 전기전도도 측면 및 불순물 확산방지
측면에서 탁월한 특성을 나타냅니다.

CO2

◇ 반도체 제조공정 중 Cleaning 및 Photo Immersion 공정에 사용되는 가스
- 순도 99.999%, 99.95% 
- 고순도 CO2 (99.999%)는 Chemical bubble 또는 O3 발생용으로 사용되나, 

저순도 CO2 (99.95%)는 Device 미세화에 따른 공정 개선 목적으로 Wafer Cleaning 
공정에 사용되며, Photo Immersion 공정에도 사용되는 가스입니다.



• 삼성강소기업 선정

• 원익서안반도체유한공사(중국)설립

• 노바켐유한책임회사 (미) 출자 (50.7%)

• 오창공장 AEO 인증

• 삼성전자 Best Partner Award 수상

• 본사이전(‘17.03)

2003

2004

2005

2006~2007

2008

2013~2017

(단위:억원)

2006~2017
CAGR  23%

2009~2012
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http://wzus.ask.com/r?t=p&d=us&s=a&c=a&l=dir&o=0&ld=3117&sv=0a30050c&ip=4b133ad0&id=E42C387D63415385A447B4FE75843D1A&q=samsung+electronics&p=1&qs=0&ac=29&g=51eaGnaaqo1YQm&en=da&io=0&ep=&eo=&b=sa&bc=&br=&tp=d&ec=4&pt=&ex=da_sn=us1p&da_lhs=1455462&da_lhx=test&da_rhs=103&da_rht=Image&da_rhx=image:+null&da_sro=1456882&da_stp=&da_iid=&da_lit=&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Samsunglogo.jpg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Samsunglogo.jpg
http://wzus.ask.com/r?t=p&d=us&s=a&c=a&l=dir&o=0&ld=3117&sv=0a30050c&ip=4b133ad0&id=E42C387D63415385A447B4FE75843D1A&q=samsung+electronics&p=1&qs=0&ac=29&g=51eaGnaaqo1YQm&en=da&io=0&ep=&eo=&b=sa&bc=&br=&tp=d&ec=4&pt=&ex=da_sn=us1p&da_lhs=1455462&da_lhx=test&da_rhs=103&da_rht=Image&da_rhx=image:+null&da_sro=1456882&da_stp=&da_iid=&da_lit=&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Samsunglogo.jpg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Samsunglogo.jpg
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N2O, NH3, C3H6, NO

GeH4, MMS, HCDS 

Si2H6, Si3H8, TSA

C4F8, SF6, CO2

SiCl4, CF4, CH2F2, CHF3

F2 mixtures, C2H4 mixtures

Cl2 mixtures

N2O, NH3 N2O, NH3

SF6, C4F8, Cl2

BCl3, HCl

SF6, C4F8

Cl2, BCl3, C2HF5

CF4, CHF3

BF3, Xe

PH3 mixtures, BCl3 mixtures 

B2H6 mixtures

PH3 mixtures

B2H6 mixtures

BF3, PH3 mixtures

Laser gases

Forming gases

ELA Gases

Rare Gases
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84,847 66,772 72,264 69,821 72,833 74,421 61,478

67,263 113,768 139,394 164,335 189,475 205,200 222,569

152,110 180,540 211,659 234,156 262,308 279,621 284,046

17,421 16,105 26,812 25,718 36,659 34,615 31,031

4,466 9,878 6,116 5,945 4,630 3,166 2,388

21,887 25,983 32,927 31,663 41,289 37,781 33,419

130,223 152,012 171,977 196,192 214,573 235,909 246,214

2,955 3,070 3,081 3,096 3,123 3,152 3,152

56,275 59,060 59,461 61,401 64,921 68,673 68,371

68,054 87,251 107,505 128,971 144,655 165,015 174,774

2,939 2,631 1,930 2,724 1,874 -931 -83

- 2,545 6,755 6,301 6,446 5,931 4,413

130,223 154,557 178,732 202,493 221,019 241,840 250,627
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110,097 130,023 145,152 192,469 175,041 203,032 48,889

75,850 91,487 100,771 134,834 126,644 134,252 33,548

34,246 38,536 44,381 57,635 48,397 68,780 15,341

10,762 12,866 17,040 24,304 24,986 35,898 8,677

23,485 25,670 27,340 33,331 23,411 32,882 6,664

571 730 2,413 2,515 2,706 2,934 1,247

395 2,669 1,060 885 3,018 6,152 149

2,169 1,621 1,365 1,550 1,804 1,225 354

187 236 441 1,421 1,696 1,201 341

- (485) (2,443) 249 260 (2,854) 3,427

Goodwill Impairment loss in

Subsidiaries
- - - (7,199) (3,489) (3,191) -

25,642 24,631 27,175 28,140 19,978 23,643 11,202

5,701 5,547 7,139 6,917 4,308 5,889 4,783

19,961 19,084 20,036 21,223 15,670 17,754 6,419




